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１．概要（Summary） 

従来の研究から，Bi 系 III-V 族半導体半金属混晶は

温度変化に対してバンドギャップが変化しにくい特性を持

っていることがわかっており[1]、当該混晶は光通信用新

規半導体レーザ用材料として注目を集めている。本研究

では、その中の InAs1-xBix に着目した。GaAs 基板上の

数原子層の InAs1-xBixの組成算出方法を確立すべく、本

研究ではラザフォード後方散乱法 (RBS) による測定を

基本とした数原子層の InAs1-xBixの Bi 組成の算出を試

みたので報告する。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ラザフォード後方散乱測定装置 

【実験方法】 

分子線エピタキシャル成長法を用い、成長温度 350 ˚C

で GaAs 基板上に InAs1-xBix層を成長した。この試料に

対して RBS 測定を行った。加速電圧は 2 MeV、積算電

気量は 5 μCで測定を行った。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

RBS の Aligned 測定の結果を図 1 に示す。Ga，As，

InとBiのSurface peakが確認でき，試料最表面にGa，

As，In と Bi が存在していることがみてとれる．また，図 1

の Surface peakから各元素の最表面密度を計算した結

果を表 1に示す[2,3]． 

Table I: Surface density of each constituent 

element 

 Ga GaAs-As InAsBi-As In Bi 

Surface density 

(×1015/cm2) 

2.4 2.41 1.49 1.53 0.0578 

 

表 1 の In と Bi の最表面密度から，数原子層

InAs1-xBixのBi組成は 3.7%と求まった．設計上では 5%

のBi組成を目指していたため，Bi組成 3.7%は概ね設計

どおりに試料が成長できていると考えられる．今後はホト

ルミネセンス等の発光が得られる数原子層 InAs1-xBix を

成長し，その発光波長に Bi 組成が反映されていることを

調べる必要がある． 
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Figure 1: RBS spectrum of a 

few-monolayer InAsBi. 


